4.3.5 Unipolarni tranzistor

Predpoklady: 040504

Nevyhoda bipolarnich tranzistorelektricky proud prochazejici bazi znamené ztaaty
zahrivani = vyuZziti bipolarnich tranzistérv integrovanych obvodech s velkou hustotou
soutastek je vylodgené.

Spole&na myslenka vSech unipolarnich tranzistdtlektricky proud prochazi seéastkou od
elektrody ozn&ované jako S (source - zdroj, role emitoru u bipdko tranzistoru) k
elektroct D (drain - odtok, role kolektoru), velikost prougiuregulovana nagpim na
elektrod G (gate - brana, role baze).
Pres Gate neprochazi elektricky protsl gate musi byt izolovana od zbytku gastky:

* PN prechodem v z&rném sndru (JFET tranzistory)

» vrstvou izolantu (nafklad SiO, u tranzistoh MOSFET).

Cinnost tranzistoru MOSFET
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Tranzistor je tvéi vrstva P polovodi, ve které jsou vyrobeny &wblasti N vodivosti s
pripevrenymi vyvody elektrodsaD. Tenkou vrstvolSiO, je od P vodivé oblasti mezi

elektrodami od&lenaridici elektroda G.

Pokud mezi elektrodan8 aD nastavime napi, nachazeji se v céstlektrickému proudu dva
PN prechody opéné orientace, druhy je v z&wém sndru = tranzistor je uzaweny a proud
neprochazi.
Privedeme kladné n&t na G.
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Diry zprostedkujici P vodivost jsou odpuzovany od G, naopektebny (minoritni vodie v
P polovodti) jsou ke G pitahovany. V blizkosti elektrody G tak vznikne \pBlovodki
elektrostaticky indukovana oblast N vodivosti {fey@hou pitazenych elektroinnad
odpuzenymi dirami).

Pokud pivedeme v této situaci na elektrodu S zapornéeeaidrodu D kladné na&t, zaine
mezi nimi prochazet proud.
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Tranzistor je oteteny.

Cim vy3&i kladné naii na G givedeme, tim $irsi a vice vodivy kanal se mezils a
naindukuje= tim vysSi proud bude mezi S a D prochazetranzistor zesiluje.

Pr. 1: Na kterou elektrodu musimeéiyest signal, ktery chceme zesilovat? Kteradned
fidi ¢innost tranzistoru a hraje tak roli, kterou u b#&aiiho tranzistoru hraje proud
pies bazi?

' Velikost proudu mezi S a D ovituje nagti na G= roli proudu pes bazi hraje u
- unipolarniho tranzistoru nap na G.

Pr. 2: Do obrazku unipolarniho tranzistoru dokresli zdr@iej pozor na jejich orientaci),
tak aby byl tranzistor otegny.
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Pr. 3: Stejre jako u bipolarnich tranzistdy kde existuji typy PNP a NPN, existuji i u
unipolarnich MOSFET tranzistbioba typy: se zakladni vrstvou P (négiad) i N.
Nakresli unipolarni tranzistor se zakladni vrsttauDo obrazku dokresli zdroje tak,
aby byl tranzistor oteeny.
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Na G musime ffivést zaporné naii, aby odpuzovalo elektrony difmhovalo diry a tak
1 vytvorilo indukovanou oblast P vodivosti.

Pr. 4: Na obrazku j&asova zavislost nafi, které givedeme na elektrodu G MOSFET
tranzistoru se zakladni vrstvou P. Nakréakovou zavislost proudu mezi S a D.
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' Tranzistor se otevira pouze fifac, Ze na elektrodu Gipvadime kladné napi =
' tranzistor se otevira pouze v kladnydivnéach.
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Studovany MOSFET tranzistor je ozio&an jako tranzistor imdukovanym vodivym
kanalem. Tento tranzistor pracuje pouz# kladnych naptich na elektrod G.

Pro praci pi kladnych i zapornych n&p se pouziva upravena verze MOSFET tranzistor s
vodivym kanalem: oblasti N vodivosti u elektrod ® gsou spojeny tenkym kanalem s
vodivosti N jdoucim u elektrody G.
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Pr. 5:  Vyswétli funkci tranzistoru MOSFET s vodivym kanélem.

Na elektrod G neni zadné né&p: mezi oblastmi s N vodivosti existuje spojeni
elektrony mohou fechazet od S k D (tranzistor je oten).

Na elektrodu G fpojime kladné natii = z oblasti okolo kanalu jsou odpuzovany
diry a k oblasti jsouiftahovany elektrony= vodiva N oblast kanalu se &guje =
prochazejici proud se &$uje = tranzistor se je8tvice otevira.

Na elektrodu G fipojime zaporné napi = z oblasti okolo elektrody jsou
odpuzovany elektrody a k oblasti jsatitphovany diry= vodiva N oblast kanalu se
zmensSuje= prochazejici proud se zmensSue tranzistor se zavira.

Pri ur¢ité hodnot zdporné nafii na elektrod G vodivy kanal gejme zcela zanikne a
tranzistor se zde.
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